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Introducao I - Medida de magneto-micro PL de nanofios de InP

Nes_te prf)jet_o montamos a te_cnlca de medlc_la de espectroscopia de micro- A finalidade principal dessa medida &
fotolummesce,)n_ma (PL_- photoll_Jmlne,scence) e_mlc,:ro-Rama}n na presenca de alto investigar as propriedades o6pticas de
campo m_agnetlco_. O S|stema} aj~udar,a na Iocallzagaq _espac‘,lal das nanoestllut_uras nanofios de InP. Os nanofios apresentam
para realizar medidas de emissoes opticas (para analise da estrl_Jtura elgtr(_)nlca), estrutura cristalina na fase hexagonal e |
bem como, de espalhamento Raman (para estudo de analises quimicas e varias regides na fase cubica. As Pico II Eixo do NW
estruturais). | o | | interfaces entre as duas fases sdo do tipo =

Diferentemente do_s S|stemas_ convencionais de micro-PL 0 nosso sistema I, formando, portanto, multipocos
contem um magneto-criotato (bobina supercondutora) onde tanto a amostra como quanticos (ver a figura) ao longo do = iavan
a objetiva ficam dentro dele, dificultando assim a sua montagem.Apresentaremos nanofio. Figura 5 - Pertil de potencial do nanofio de InP
aqui duas aplicacbes dessa montagem: a primeira, o estudo de diodos de a0 fongo do fio
tunelamento quantico em heteroestruturas, e, a segunda, a medida de magneto- A aplicacao de um campo magnético externo e importante para investigar
micro PL em nanofios de InP. efeitos como Zeeman e diamagnético dos nanofios.

Montagem Experimental Considerando os dois efeitos, diamagnético e Zeeman, a energia de transicao

Principais componentes: optica em semicondutores pode ser escrita da forma abaixo:

» Objetiva Optica de 25X. — focalizacao do feixe do laser da ordem de microns. Ny —E +oB2+ gus B
» Deslocadores da AttoCube — opera a baixas temperaturas e alto campo V, =&, * 5

magnetico e tamanho reduzido apropriado para criostatos de He liguido. , _ . , , ,
onde, E, € a energia de transicao para o campo nulo, g e o fator-g de Lande, ug €

0 magnéton de Bohr e o € o coeficiente diamagnético. O segundo termo

= corresponde ao efeito diamagnetico e o terceiro, o efeito Zeeman. As medidas

SEInEE | Objetiva foram realizadas selecionando a emissao optica das duas polarizacoes circulares.
% A energia de desdobramento de Zeeman pode ser obtida atraves da relacao:
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Figura 1. Montagem experimental Figura 6 — Espectros de fotoluminescéncia obtidos Figura 7 — Espectros de fotoluminescéncia obtidos
para varios campos com polarizagao o- para varios campos com polarizagao o+

Resultados ; + Como a largura da linha de emissdo €
] 2 relativamente grande nao é possivel determinar
| SR com precisao a energia de separacao. Porem
1ISSO esta de acordo com os dados obtidos e
InNP na fase cubica, onde a energia C
‘ desdobramento a 9 T é também pequena, C
pise . e ordem de 0,6 meV., Essa energia é da ordem ¢

e grandeza da incerteza na determinacdo c

Contact Metalic Amperemeter

Gads Confact fype-p (0.6um) 1,690 eV Figura 8 — Espectros de fotoluminescéncia . . , ~
posicao do pico e também da resolucao c

equipamento (0,4 meV)

| - Diodos de tunelamento quantico em heteroestruturas

Este experimento visa estudar a dinamica dos portadores utilizando o sistema de
diodos de tunelamento na presenca de um campo magnético externo.
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e R obtidos a 9 T em duas polarizagbes circulares
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| substrate *Neste trabalho demonstramos que o sistema de medida de micro-PL na presenca
Figura 2 - Estrutura da amostra D e de um campo magnético pode ser utilizado para estudo se materiais

semicondutores nano estruturados.
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« O sistema permite também medidas de micro-Raman onde o campo magnético
pode ser utilizado para obter a condicao de ressonancia para estudar os estados
eletronicos e estruturais simultaneamente, como no caso de Grafenos.
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Figura 4 — Espectros de fotoluminescéncia resolvida no tempo de
duas componentes de polarizagao circular da luz obtidos a um campo

magnético de 15T As imagens, na parte inferior, correspondem a .
intensidade de emissdo em fungdo do comprimento de onda Ag radeC|mentOS

(horizontal) e tempo (vertical). > A Prof2 Monica Cotta, pelo crescimento dos nano-fios
Figura 3 — Perfil de potencial » A Prof? Maria José Santos Pompeu Brasil




